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Siemens

AF 200, AF 201

Transistor AF200

Datasheet

PNP-Mesatransistoren fur Fernseh-ZF-Stufen

AF 200, AF 201, sind PNP-Germanium-Hochfraguenz-Transistoren in Mesa-Tech-
nik im Gehause 18 B 4 DIN 41876 (ahnlich TO-72). Die Anschliisse sind vom Ge-

hause elektrisch isoliert.

AF 200 ist besonders geeignet zur Verwendung in regelbaren Fernseh-ZF-Stufen,
AF 201 ist besonders geeignet zur Verwendung in Fernseh-ZF-5Stufen.

Typ | Bestellnummer
AF 200 Q60106-X200
AF 20 Q60106-X201

Gewicht etwa 0.5 g balke im mm
Grenzdaten AF 200 AF 201
Kollektor-Basis-Spannung ~Uerg 25 25 W
Kollektor-Emitter- Spannung -{feps 26 256 W
Emitter-Basis-Spannung = enn 0.3 0.3 W
Kollektorstrom —I. 10 10 m,
Sperrschichttemperatur T a0 a0 *C
Lagertemperatur T =30 bis +75 | =30 bis+75 | °C
Gesamtverlustleistung Pror 225 225 mwW
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinau = 480 = 450 grd /W
Kollektorsperrschicht =
Transistorgehause Ainia = 200 = 200 grd /W
Statische Kenndaten (7T, = 25°C)
Fiir folgenden Arbeitspunkt gilt:
Typ =Uce =Ie ~In B ~ae

W ma [Ty I-{Ig my

AF 200 10 3 35 (< 100) | B5 (> 30) |340(280bis400)
AF 201 10 3 35 (< 150) | 85 (= 20) || 340 (280 bis 400)
Kollektor-Basis-Reststrom (—L/cpp = 12 V) —Iepo 05 (= 10) | wA
Kollektor- Basis- Durchbruchspannung
{(—dcgg = 100 pa) —Uiericao = 25 W
Kollektor-Emitter- Durchbruchspamnung
(=Ices = 100 pa) =Uipm)ces =26 W
Emitter- Basis- Durchbruchspannung
(—Iggn = 100 pA) ~Uameno =03 v
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AF 200, AF 201
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Arbeitspunkt: (-1 =1 mA; Uy =12 V)
Ruckwirkungs-Zeitkonstante (f = 2.6 MHz) fop' * Cpre| B ps
Kurzschlufi-Rackwirkungskapazitat (f = 450 kHz) -Cy3, 0.35bis0.5| pF
Arbeitspunkt: (= = 3 mA; U =10 V)
Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Ba 160 -
Arbeitspunkt: (Uege = 12 V; Ree = 1.2 kQ)
Maximale Leistungswerstarkung? (f = 35 MHz) P 29 dB
Regelbarer Verstarkungsbereich ') (f = 35 MHz) AV, B0 dB
Vierpolparameter ;
Arbeitspunkt: (—f.= 3mA; U =10V)
F=480KkHZ 10 =0.9mMS | pige ! =135 | ¥ | =34 mMS  gog, =045
by1o =01mMS @3, =-B0° P210 =0 bage =TS
f=5,5 MHI g1g¢u1.1 mS | F1=.|-15F.5 | }r‘:t.l-HSmS g2!‘=3|.|.5
b11‘ = 1.2 ma FPi2e -—gﬂn ?21. =-?b I‘J]:' =35HS
f=!':|..? MHz g11¢=1,3m5 I F19.|=3ﬂ!&5 | F2|.|=92ms gg:'=ﬁ‘|.ls
by1e =2,2mS Prze =-00° Pore =—14% by, =160uS
f=35MHz gy, =4mS | ¥420 | =01 mME | yagel =92 mS ga:=0.04ms
byye =6.5mS Prze =-—90° Pae =—28% by, =0.5mS
ZF-Bandfilterschaltung
B oea = 6 MH Ey
al raite = z
._"7
bTpF ZIEIP_‘C
B CpF BB 15F Ik
2 H
I 1 I
[ G0
@ r-35Miz | Ll L == 30 []1:-.1 e His g 4 []
' 12hQ Tsﬂr‘ ! |
1 ] I
!
UH ﬂ“'ﬁv

Ly 10 Windungen 0.3 CulS
Ly & Windungen 0,3 CulS
L3 13 Windungen 0,3 CulS

Ly

Spulenkdrper D = 5 mm; Kem: Siferrit B63310-U17-A12.3
Die Filter sind transitional gekoppelt, der Abgleich erfolgt bei Iy =~ 6.5 mA.

Cy = & pF; Neutralisation fir —Cy., = 0.5 pF

") in obiger Sehaltung gemessen,

L, 10 Windungen 0.3 Culs
4 Windungen 0,3 Culs
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AF 200, AF 201

Dynamische Kenndaten (T, = 26°C) AF 201 | AF 201 |

Arbeitspunkt: (=I; =1 ma; -Uge =12 V)

Rickwirkungszeitkonstante (f = 2.6 MHz) fopt* Cprel 6 ps
Kurzschlul-Rickwirkungskapazitat (f = 450kHz) —Cy2s = 0.7 pF
Arbeitspunkt: (=] = 3 mA; =Uge = 10 V)

Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) i 150
Leistungsverstarkung') (f = 35 MHz) Vs ‘ 30 (= 28) | dB

Vierpolparameter :

Arbeitspunkt: (—I. = 3 mA; -z = 10 V)
F=450kHz 041, =0.9mM5 | pige! =1.55mS | ya4al =84mS Jaza =Da4ial-5
Di1e =01 mS Prza =-90° Pae =0 baze =TS

f=585MHz §'11_.'—"1.1 mS |F'12|.| -15F-5 |.}"2-"|=‘93|.l.5 Q’zz.=3ﬂ-5
By =1.2mS Prze =-00° Prre =—7° biag = BB S

F=107MHzZ G11e =1.3mMS | pyge | =37uS | yarel =92mS goo, =6p3
Biig =2.2mS g, =-90° Pa1e =14°  bgy, =160pS

F=35MHz Gy1a=4mS | 2, =0.12mS | ya1. | =92mS gaze =0.04mS
byre=65MS  @ray =-90° @2, =-28° by, =0.5mS

Medschaltung fir Leistungsverstirkung (F = 35 MHz)
ze 'ﬂ?‘
—
-
1 ¢
1of > P

uf 4| b | ]

Ly 6 Windungen 0.4 Culs
auf Spulenkérper D = 7.6 mm; Kern Sifernit B63310-K12-D13,3
L; 9 Windungen 0.4 CulLS; D = 65 mm
Ly 14 Windungen 0.4 CulS direkt auf Kern Siferrit B63310-K1-D13.3
Ly 1 Windung 0.4 CulS
Cy ~ & pF, Neutralisation fir =C,5, = 0.5 pF
C, ~26pF
Lastwiderstand A, = 600 0

1} in obiger Schaltung goemessen
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AF 200, AF 201
Temperaturabhiingigkeit der zuldssigen Temperaturabhingigkeit des Reststromes
Gesamtverlustieistung —fepe = FiTy): =Uepa =12V
Pioe = F(T): Ryn = Paramater
AF 200, AF 201 J“-:' AF 200, AF 201
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Siemens Transistor AF200 Datasheet
AF 200, AF 201
Ausgangskennlinian Ausgangskennlinien
Ic = F{Ucg): Iy = Parameter Te = F{lUge): Upe = Parameter
(Emitterschaltung) {Emittarschaltung)
A AF 200, AF 201 ma AF 200, AF 201
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Laistungsvarstirkung in ZF-Bandfilter- Stromabhangigkeit der
schaltung ¥, = f (Ig) Ribckwirtssteilheit
f = 36 MHz; Uz = Parameter
B AF 200 AF 201
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AF 200, AF 201

Stromabhangigkeit der Rickwarnssteilheit
f = 35 MHz; Ucg = Paramater

ﬁ AF 200
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Stromabhéngigkeit der
Vorwirtssteilhaeit
f= 36 MHz: U'cy = Paramater
ﬁ AF 200, AF 201
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Stromabhingigksit des Eingangs-

loitwertes
=36 MHz; Ufqg = Parameter
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Stromabhangigkeit des
Ausgangsleitwertes
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